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1. はじめに 

MoS2 は層状構造や柔軟性，光透過性などの良好な機械

的，光学的特性を有し，バンドギャップ（単層：1.8 eV，

多層：1.2 eV）を持つため[1, 2]，近年新たな 2次元チャネ

ル材料として注目されている．MoS2 膜の形成には，剥離

法や CVD が主に用いられるが，実用性に課題がある．  

一方，固体潤滑剤向けに RFマグネトロンスパッタリング

法（300oC）を用いて SiO2基板上に水平な MoS2膜が数 nm

形成されるとの報告がある [3]．本研究では，MoS2 

MOSFETの実現のため高温スパッタリング法によるMoS2

膜の電気特性を調査したので以下に報告する． 

2. MoS2膜の形成 

Fig. 1に SiO2/Si基板上に RFマグネトロンスパッタリン

グ法により，高温（300oC）で堆積した MoS2膜の TEM像

を示す．同図より，SiO2/Si基板に対し水平な層（5 ~ 10 nm）

および垂直な層が形成され，比較的乱雑な膜になっている

ことがわかる．形成した膜の抵抗率を 4探針法で測定する

と，膜厚が増加するにつれて，抵抗率が上昇していること

が確認された（Fig. 2）．これは Fig. 1の SiO2/Si基板に対

して垂直に形成されている層の影響により，キャリア移動

度が大幅に減少したためと考えられる． 

3. まとめ 

高温スパッタリング法により SiO2/Si基板上において

MoS2膜を形成した．膜厚が増加するにつれて，抵抗率が

上昇し，表層部における MoS2膜の乱雑さが示唆される．

今後は MoS2 MOSFET実現に向けてスパッタリング膜の

膜質の向上および薄膜領域（10 nm以下）に関する研究開

発の促進が求められる． 

 

Fig. 1 Formation of MoS2 film directly on SiO2 by 

high-temperature sputtering (300oC). 

 

 

Fig. 2 Resistivity on thickness of sputtered MoS2 film 

measured by four-point probe method. 
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